Zatacznik nr 1A do uchwaty 2/2024 KPK W12N EIT
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
OBOWIAZUJACE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Specjalnos¢: Elektronika cyfrowa

System i stopien studiow: stacjonarne, | stopien

Zagadnienia kierunkowe
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Budowa obecnie stosowanego uktadu jednostek miar (uktad SI). Klasyfikacja btedéw pomiaru.

Defekty w sieci krystalograficznej, ich systematyka i wptyw na wtasciwosci materiatéw (przyktady).
Definicja epitaksji, klasyfikacja metod epitaksji wytwarzania struktur potprzewodnikowych.
Dopasowanie energetyczne w obwodzie elektrycznym. Moc czynna i bierna w obwodzie elektrycznym.
Doswiadczalne podstawy mechaniki kwantowej. Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne.

Elementy bierne wykonane technikg LTCC - konstrukcja i wifasciwosci rezystorow, cewek
i kondensatordéw.

Filtry aktywne.

Generatory drgan sinusoidalnych.

Istota i cele logistyki w inzynierii produkcji.

. Jakie rodzaje fal mogg wystepowac¢ w prowadnicach falowych? Sklasyfikowaé prowadnice falowe na

dwie grupy w zaleznosci od rodzaju prowadzonej fali. Jakie kryterium w tym celu nalezy zastosowac?
Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.

Mechanizmy przewodnictwa opisujgce charakterystyke R = f(T) grubowarstwowych rezystoréow
cermetowych.

Metoda cyfrowa pomiaru czestotliwosci i okresu sygnatdw elektrycznych. Jakie sg najistotniejsze
czynniki wptywajace na btad pomiaru.

Metody obliczania btedu granicznego w pomiarach ztozonych.

Metody pomiaru piezoelektrykdow.

Zastosowania piezoelektrykow.

Metody pomiaru podstawowych parametréw elementdw biernych (RLC).

Metody pomiaru wartosci skutecznej napiecia sygnatéw okresowych.

Metody stato- i zmiennoprgdowe pomiaru wtasciwosci materiatéw i elementdow elektronicznych.
Mikrosystemy ruchome: metody wywotywania ruchu w mikroskali, podstawowe mikrokonstrukcje i ich
obszary zastosowania.

Modyfikacja wifasciwosci warstw powierzchniowych - systematyka tych warstw, metody ich
otrzymywania.

Najwazniejsze zastosowania elementéw, uktadéw i urzadzen pracujacych w zakresie czestotliwosci
mikrofalowych (300 MHz-300 GHz).

Nosniki fadunku elektrycznego i mechanizmy przeptywu pradu w pétprzewodnikach.

Obwdd szeregowy RLC, rezonans napie¢. Obwadd réwnolegty RLC, rezonans pradow.

Parametry i charakterystyki niezawodnosci, zaleznosci miedzy nimi.

Piezorezystywna detekcja sit i wychyle w uktadach MEMS.

Podstawowe uktady wzmacniaczy tranzystorowych.

Pomiar petli histerezy, wyznaczanie parametrow magnetykow.

Proste zastosowanie rownania Schroedingera. Przenikanie elektronéw przez bariere potencjatu.
Przerzutniki i komparatory.

Przestanki stosowania norm ISO serii 9000.

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.

Przyrzady potprzewodnikowe ze ztgczem p-n; omowic i podac ich podstawowe zastosowania.

Stan nieustalony w obwodzie statoprgdowym RL oraz RC. Stata czasowa.
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Stosowalnos$¢ rdéinych materiatow cienkowarstwowych dla realizacji precyzyjnych rezystorow,
termorezystorow, kondensatoréow, odcinkéw linii paskowych dla mikrofal, $ciezek potaczen, elektrod
przezroczystych przewodzgcych, itp.

Systematyka mikrosystemdw z uwzglednieniem specyfiki materiatowej i technologicznej.

Technika replikacji z wykorzystaniem matryc mikromechanicznych, zastosowanie w mikro-optyce.
Tendencje rozwojowe wspodfczesnej technologii pétprzewodnikowej, przeglad podstawowych proceséw
mikro- i nanotechnologicznych.

Tranzystor bipolarny - wyjasni¢ istote wilasciwosci wzmacniajgcych przyrzadu. Pordwnanie
podstawowych parametréow tranzystoréw bipolarnych i polowych oraz wynikajgcych z nich mozliwosci
zastosowania.

Tranzystory polowe - systematyka, budowa i zastosowania. Pordwnanie podstawowych parametréow
tranzystorow bipolarnych i polowych oraz wynikajgcych z nich mozliwosci zastosowania.

Uktady MMIC - zarys budowy, wykorzystywane w ich konstrukcji przyrzady poétprzewodnikowe,
zastosowania.

Uktady scalone - cele i zalety integracji uktadéw, rodzaje technologii uktadéw scalonych.

Wptyw dotfaczenia przyrzadu pomiarowego na wartos¢ mierzonej wielkosci. (Problem przedstawi¢ na
wybranym przyktadzie pomiaru podstawowych wielkosci elektrycznych).

Wplyw temperatury na pétprzewodnik i wykorzystanie tego efektu w przyrzagdach pétprzewodnikowych.
Wykorzystanie wtasciwosci ztgcza p-n; oméwic na przyktadzie réznych typdw diod poétprzewodnikowych.
Wymienic przyktadowe elementy elektroniczne oraz przyrzady pétprzewodnikowe i wyjasnié¢ od czego
zalezg ich wiasciwosci.

Wzmacniacze mocy.

Liniowe i impulsowe stabilizatory napiecia.

Petla synchronizacji fazowej PLL.

Zalety montazu powierzchniowego w porédwnaniu z montazem przewlekanym.

Wptyw temperatury na wtasciwosci elektryczne metali. Jak obserwowane zmiany wptywajg na dziatanie
pasywnych elementéw elektronicznych badz sg wykorzystywane w czujnikach?

Wptyw temperatury na dielektryki i magnetyki. Jak obserwowane zmiany wptywajg na dziatanie
pasywnych elementéw elektronicznych?

Zasada dziatania kamertonu piezoelektrycznego.

Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne i wewnetrzne. Okresl warunki wystepowania oraz przykfady
zastosowania.

Zrédta mocy mikrofalowej — klasyfikacja, poréwnanie parametréw i obszaréw zastosowan.

Zrédto napieciowe i pradowe. Warunki réwnowaznosci zrédet.
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Cechy dobrego projektu uktadu cyfrowego.

Cechy i elementy budowy wyrdzniajgce procesory sygnatowe od klasycznych mikrokontroleréw.
Charakterystyka systemu plikow systeméw rodziny UNIX. Montowanie systemdw plikow.

Jakie cechy budowy odrdzniajg procesory stato i zmiennoprzecinkowe, jakie wynikajg ztego
konsekwencje uzytkowe dla obu tych grup?

Jezyk XML jako jezyk opisu danych. Charakterystyka, zakres zastosowan, ograniczenia.

Na czym polega zjawisko fragmentacji przestrzeni adresowej w protokole IP? Przedstawic na przyktadzie.
Narysowac¢ schemat blokowy toru DSP przetwarzania sygnatu i omoéwié krdtko przeznaczenie
wchodzacych w jego sktad blokow.

Omowic rdznice miedzy protokotami potgczeniowymi i bezpotgczeniowymi na przyktadzie TCP oraz UDP.
Podstawowe mechanizmy i elementy architektury procesora sygnatowego umozliwiajgce zwiekszenie
jego szybkosci przetwarzania.

Poréwnaé algorytmy sortowania: bagbelkowe, przestawne, quick-sort. Omoéwi¢ ich ztozonosc
obliczeniowg, zapotrzebowanie na pamieé, kiedy sg stosowane.

Poréwnad programowanie wielowgtkowe w Javie i w C/C++. Mechanizmy tworzenia sekcji krytycznych
w obu jezykach.

Poréwnanie architektury von Neumanna oraz Harwardzkiej. Zakresy zastosowan.

Przedstawi¢ charakterystyke podstawowych uktadéw PLD.

Przedstawié na przyktadzie jezyka C++ mechanizm polimorfizmu w programowaniu obiektowym.
Rekurencja: zastosowania, ograniczenia. Podac przyktad algorytmu w wersji rekurencyjnej i iteracyjne;j.
Rola spetniana w systemie komputerowym przez uktad DMA, oméwic tryby pracy tego uktadu.
Rozmyte przetwarzanie danych.

Rdznice miedzy programowaniem zorientowanym obiektowo a programowaniem strukturalnym.
Rdznice miedzy syntezowalnym a niesyntezowalnym kodem VHDL. Przyktady.

Specyfika kodowania w jezyku opisu sprzetu — czym rozni sie kod VHDL od kodu programu
komputerowego.

Systemy kodowania liczb catkowitych i zmiennoprzecinkowych w jezyku C. Problem przenosnosci
danych.

W jakich obszarach znajdujg dzisiaj najwieksze zastosowanie procesory sygnatowe i co wyrdznia grupy
(typy) procesorow dla tych obszaréw?

Wymienic¢ i omoéwi¢ podstawowe kody liczbowe wykorzystywane w arytmetyce statoprzecinkowe;.
Zasady budowy i wiasciwosci licznikow asynchronicznych i synchronicznych.

Zasady budowy i wiasciwosci podstawowych uktaddw arytmetycznych.

Zasady budowy rejestrow i typowe przyktady ich zastosowan.

Zasady potokowego przetwarzania programu, wskaz podstawowe réznice miedzy procesorem CISC
i RISC.

Metody uczenia sieci neuronowych.

Typy sieci neuronowych i ich zastosowania.
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ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
OBOWIAZUJACE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Specjalnos¢: Inzynieria elektroniczna i fotoniczna

System i stopien studiow: stacjonarne, | stopien

Zagadnienia kierunkowe
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Budowa obecnie stosowanego uktadu jednostek miar (uktad SI). Klasyfikacja btedéw pomiaru.

Defekty w sieci krystalograficznej, ich systematyka i wptyw na wtasciwosci materiatéw (przyktady).
Definicja epitaksji, klasyfikacja metod epitaksji wytwarzania struktur optoelektronicznych.
Dopasowanie energetyczne w obwodzie elektrycznym. Moc czynna i bierna w obwodzie elektrycznym.
Doswiadczalne podstawy mechaniki kwantowej. Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne.

Elementy bierne wykonane technikg LTCC - konstrukcja i wifasciwosci rezystoréw, cewek
i kondensatordéw.

Filtry aktywne.

Generatory drgan sinusoidalnych.

Istota i cele logistyki w inzynierii produkcji.

. Jakie rodzaje fal mogg wystepowac¢ w prowadnicach falowych? Sklasyfikowaé prowadnice falowe na

dwie grupy w zaleznosci od rodzaju prowadzonej fali. Jakie kryterium w tym celu nalezy zastosowac?
Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.

Mechanizmy przewodnictwa opisujgce charakterystyke R = f(T) grubowarstwowych rezystoréow
cermetowych.

Metoda cyfrowa pomiaru czestotliwosci i okresu sygnatéw elektrycznych. Jakie sg najistotniejsze
czynniki wptywajace na btad pomiaru.

Metody obliczania btedu granicznego w pomiarach ztozonych.

Metody pomiaru piezoelektrykdow.

Zastosowania piezoelektrykow.

Metody pomiaru podstawowych parametréw elementdw biernych (RLC).

Metody pomiaru wartosci skutecznej napiecia sygnatéw okresowych.

Metody stato- i zmiennoprgdowe pomiaru wtasciwosci materiatéw i elementdow elektronicznych.
Mikrosystemy ruchome: metody wywotywania ruchu w mikroskali, podstawowe mikrokonstrukcje i ich
obszary zastosowania.

Modyfikacja wifasciwosci warstw powierzchniowych - systematyka tych warstw, metody ich
otrzymywania.

Najwazniejsze zastosowania elementdéw, uktadéw i urzadzen pracujacych w zakresie czestotliwosci
mikrofalowych (300 MHz-300 GHz).

Nosniki fadunku elektrycznego i mechanizmy przeptywu pradu w pétprzewodnikach.

Obwdd szeregowy RLC, rezonans napie¢. Obwadd réwnolegty RLC, rezonans pradow.

Parametry i charakterystyki niezawodnosci, zaleznosci miedzy nimi.

Piezorezystywna detekcja sit i wychyle w uktadach MEMS.

Podstawowe uktady wzmacniaczy tranzystorowych.

Pomiar petli histerezy, wyznaczanie parametrow magnetykow.

Proste zastosowanie rownania Schroedingera. Przenikanie elektronéw przez bariere potencjatu.
Przerzutniki i komparatory.

Przestanki stosowania norm ISO serii 9000.

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.

Przyrzady potprzewodnikowe ze ztgczem p-n; omowic i podac ich podstawowe zastosowania.

Stan nieustalony w obwodzie statoprgdowym RL oraz RC. Stata czasowa.
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Stosowalnos$¢ rdéinych materiatow cienkowarstwowych dla realizacji precyzyjnych rezystorow,
termorezystorow, kondensatoréow, odcinkéw linii paskowych dla mikrofal, $ciezek potaczen, elektrod
przezroczystych przewodzacych, itp.

Systematyka mikrosystemdw z uwzglednieniem specyfiki materiatowej i technologicznej.

Technika replikacji z wykorzystaniem matryc mikromechanicznych, zastosowanie w mikro-optyce.
Tendencje rozwojowe wspodfczesnej technologii potprzewodnikowej, przeglad podstawowych proceséw
mikro- i nanotechnologicznych.

Tranzystor bipolarny - wyjasni¢ istote wilasciwosci wzmacniajgcych przyrzadu. Pordwnanie
podstawowych parametréw tranzystoréw bipolarnych i polowych oraz wynikajacych z nich mozliwosci
zastosowania.

Tranzystory polowe - systematyka, budowa i zastosowania. Pordwnanie podstawowych parametréow
tranzystorow bipolarnych i polowych oraz wynikajacych z nich mozliwosci zastosowania.

Uktady MMIC - zarys budowy, wykorzystywane w ich konstrukcji przyrzady pétprzewodnikowe,
zastosowania.

Uktady scalone - cele i zalety integracji uktadéw, rodzaje technologii uktadéw scalonych.

Wptyw dotfaczenia przyrzadu pomiarowego na wartos¢ mierzonej wielkosci. (Problem przedstawi¢ na
wybranym przyktadzie pomiaru podstawowych wielkosci elektrycznych).

Wplyw temperatury na pétprzewodnik i wykorzystanie tego efektu w przyrzagdach pétprzewodnikowych.
Wykorzystanie wtasciwosci ztgcza p-n; oméwic na przyktadzie réznych typdw diod poétprzewodnikowych.
Wymienic przyktadowe elementy elektroniczne oraz przyrzady poétprzewodnikowe i wyjasnié od czego
zalezg ich wiasciwosci.

Wzmacniacze mocy.

Liniowe i impulsowe stabilizatory napiecia.

Petla synchronizacji fazowej PLL.

Zalety montazu powierzchniowego w poréwnaniu z montazem przewlekanym.

Wptyw temperatury na wtasciwosci elektryczne metali. Jak obserwowane zmiany wptywajg na dziatanie
pasywnych elementéw elektronicznych badz sg wykorzystywane w czujnikach?

Wptyw temperatury na dielektryki i magnetyki. Jak obserwowane zmiany wptywajg na dziatanie
pasywnych elementéw elektronicznych?

Zasada dziatania kamertonu piezoelektrycznego.

Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne i wewnetrzne. Okresl warunki wystepowania oraz przykfady
zastosowania.

Zrédta mocy mikrofalowej — klasyfikacja, poréwnanie parametréw i obszaréw zastosowan.

Zrédto napieciowe i pradowe. Warunki réwnowaznosci zrédet.
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Zagadnienia specjalnosciowe IEF
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Bonding elektrostatyczny (anodowy): szkta, mycie i aktywacja, rodzaje bondingu, procedury, transport
tadunkow, fizyko-chemia bondingu, zastosowanie w technice mikrosystemoéw.

Domieszkowanie warstw: dyfuzja i implantacja jondw, wygrzewanie (RTA).

Dyspersja swiattowoddw — definicje, klasyfikacja, przyktadowe wartosci, wptyw na jakos¢ transmisji
Swiattowodowe;j.

Ekrany ciektokrystaliczne: — zasada dziatania komérki LCD (co to jest warstwa orientujaca?), zaleznos¢
parametréw od temperatury i kata widzenia, czas reakcji i sterowanie wyswietlaniem, co oznaczajg
akronimy: TN, STN, IPS, VA i MDVA, ekrany kolorowe.

Ekrany plazmowe — charakterystyka U/I wytadowania w gazie, zasady dziatania ekranéw DC PDP oraz
ACM PDP i ACC PDP (przebiegi napieciowo-prgdowe), podstawowe parametry.

Formowanie podstawowych konstrukcji mikromechanicznych metodg gtebokiego mokrego trawienia
anizotropowego i izotropowego krzemu.

Kamera video — filtr optyczny addytywny i subtraktywny, zasada dziatania kamery z DFO typu ,zielona
szachownica” oraz kamery dwuprzetwornikowej.

Klasyfikacja detektoréw promieniowania (w tym pédtprzewodnikowych), mechanizmy detekgji,
zastosowanie.

Klasyfikacja detektoréw swiatta. Podac przyktady konstrukcji i porownaé parametry.

Klasyfikacja laserow pétprzewodnikowych, wtasciwosci, podstawowe parametry.

Klasyfikacja laseréw, wtasciwosci, podstawowe parametry, zastosowanie.

Klasyfikacja swiattowoddéw — omdwic i podaé przykfady.

Klasyfikacja zrodet promieniowania, wtasciwosci, podstawowe parametry.

LIGA: procesy i procedury, wykorzystanie w mikroinzynierii, w technice mikrosystemoéw i w mikro-
optyce.

Mechanizmy destrukcyjne w warstwach cienkich.

Metody nanoszenia warstw cienkich. Ocena mozliwo$¢ kontroli parametréw technologicznych
w poszczegdlnych metodach.

Mikromechaniczna obrébka wykorzystujgca procesy jonowe; proces typu BOSCH, proces typu DRIE,
konstrukcje, aplikacje mikrosystemowe z uwzglednieniem mikromaszyn i optyki zintegrowanej.
Najczesciej stosowane rodzaje ekrandw wizyjnych i ich wtasciwosci. Jakie znaczenie praktyczne ma
wydajnos¢ swietlna (pokazac¢ na charakterystykach)?

Optoelektronika: definicja, dziedziny optoelektroniki, podstawowe wtasciwosci optoelektroniki.
Parametry swiattowodow — klasyfikacja i przyktady.

Podstawowe parametry energetyczne i fotometryczne promieniowania swietlnego (nazwy, definicje,
jednostki).

Podstawowe zjawiska optyczne w pdtprzewodnikach.

Projektory wizyjne: luminancja obrazu a parametry projekcji, rozdziat strumieni RGB w projektorze LCD,
projektor barwny z jednym przetwornikiem DMD.

Przedstawié klasyfikacje i omoéwié istotne cechy wytadowan w gazie i ich potencjalne wykorzystanie
w procesach technologicznych.

Sposoby taczenia wtdkien swiattowodowych — klasyfikacja, poréwnanie, parametry faczy.

Sposoby wykonywania precyzyjnych sciezek w technologii grubowarstwowej (sitodruk precyzyjny,
metoda FODEL, trawienie, metoda offset, zastosowanie lasera).

Wymienic i krotko scharakteryzowac podstawowe cechy transmisji Swiattowodowe;j.

Zaawansowane techniki mikro- i nanolitograficzne (fotolitografia, elektronolitografia,
rentgenolitografia, jonolitografia, nanopieczatkowanie, litografie interferencyjne, skaningowe litografie
probnikowe).

Zjawisko fotoelektryczne wewnetrzne. Okreslic warunki wystepowania oraz podac¢ przyktady
zastosowania.
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